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DEPOSICAO QUIMICA POR VAPOR CATALISADA (DQVC) DE SILICATO DE MAGNESIO.
223 Cibele Melo Halmenschlager, Monica Jung de Andrade, Marcio Dias Lima, Carlos Perez Bergmann
(orient.) (ULBRA).

Deposicao Quimica por Vapor Catalisada (DQVC) é uma técnica de formagéo de filmes através de reacbes quimicas
gue ocorrem sobre ou proximo a um substrato aquecido. Este trabalho investigou como os pardmetros de deposicéo
afetam a formacdo de filmes de silicato de magnésio por DQVC. Para tal, inicialmente testaram-se distintas
formulagdes de silicato de magnésio a 550°C com um fluxo de 7mL/min (por 5 min) da solucéo precursora, contendo
3% de &gua, na qual foi variada a concentracdo de Mg/Si (de 0/1 a 1/32). A deposigdo de filmes de magnésio e silicio
foi realizada sobre substratos de aco316L A partir desse estudo prévio, variaram-se 0s seguintes parametros de
deposicao: (i) tempo (2, 5, 5 e 10 min); (ii) fluxo de solucdo precursora (7, 10 e 14 mL/min); (iii) temperatura (450,
550 e 650 °C) e (iv) percentual de agua (3, 15 e 30 %). Os filmes foram caracterizados por difragdo de raios X e
microscopia eletrénica. O menor tamanho médio de particula (0, 3pum) observado foi a 550°C, com fluxo de
precursor de 10mL/min, por 5 min e 3% de 4gua. Na formulag¢do com 30 % de agua foi notado o aparecimento de
fibras amorfas de silica. Através da variacdo desses parametros, detectaram-se em alguns filmes indicios da formacéo
de silicatos de magnésio (MgSiO3) como a enstatita e a clinoenstatita, além de 6xido de silicio (SiO). Observou-se
gue 0 aumento da temperatura e do fluxo de solucdo precursora gera filmes totalmente amorfos, bem como quando
15% de agua sdo utilizados na solucdo precursora. O fluxo intermediario (10mL/min) resultou em um filme poroso,
com maior area superficial e por conseqiiéncia menor tamanho de particula. (PIBIC).
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